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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CEA Leti présentera 10 papiers lors de la conférence IEDM/IEEE de San Francisco en décembre
GRENOBLE, France – 22 novembre 2010 – Le CEA Leti présentera 10 papiers, dont deux papiers invités, lors de la prochaine conférence IEDM 2010 qui se déroulera à San Francisco du 06 au 08 décembre.
Les deux papiers invités portent sur le FDSOI (alternative aux technologies de série pour les nœuds de 20 nm et moins) et sur des substrats nouvelle génération permettant de développer de nouveaux appareils dans les domaines du « More Moore » et du « More Than Moore ».
Un papier détaillant les derniers résultats de l'intégration de doubles grilles métalliques sur la technologie FDSOI, avec UTBOX, positionne clairement le Leti sur les technologies CMOS inférieures à 16 nm.
Le Leti présentera deux autres papiers sur les mémoires. L’un traite de l’impact du dopage N sur le GeTe pour améliorer les performances de rétention de l’information d’une mémoire à changement de phase (PCM). L’autre est une étude en profondeur sur le rôle des défauts de la couche de blocage en Al2O3 dans les mémoires de type « charge trap ».
Le Leti présentera également le résultat de ses recherches dans le cadre d’une étude futuriste sur la mobilité des porteurs de charge dans les nanofils de silicium 10 nm des technologies CMOS de demain (fin de la feuille de route de l’ITRS), et les derniers résultats de son intégration 3D dans le silicium.
Deux autres papiers portent sur les résultats du Leti dans le domaine de la fiabilité des oxydes de grille en fonction des diélectriques high-k dopés au lanthane, et des circuits CMOS SiGe sur isolant et silicium contraint (co-intégration sur cellules SRAM CMOS sur technologie FDSOI).
Pour plus d’information, consultez le site de l’IEDM : www.his.com/~iedm.
Au sujet du CEA-Leti
Le CEA est un organisme national de recherche fondamentale et technologique dans quatre principaux domaines : l'énergie, les technologies de l'information, les technologies de la santé, la défense et la sécurité. A l'intérieur du CEA, le Laboratoire d'Électronique de Technologie de l'Information (CEA-Leti) travaille en étroite collaboration avec des sociétés pour accroître leur compétitivité par le développement de technologies innovantes et leurs transferts. C’est la réussite de cette mission qui justifie le label Carnot attribué à l’institut Leti depuis 2006. Le CEA-Leti concentre son activité sur les micro et nano technologies et leurs applications aux systèmes et composants de communication sans fil, à la biologie et la santé, à l'imagerie, et aux Micro-Nano Systèmes (MNS). Partenaire principal du centre d'excellence MINATEC, le CEA-Leti dispose de 8.000 m² de salle blanche de dernière génération, fonctionnant 24h/24 et 7j/7, pour le traitement de plaquettes de 200mm et 300mm de diamètre. Avec ses 1.200 employés, le CEA-Leti forme plus de 150 doctorants et accueille 200 collaborateurs des sociétés partenaires. Le CEA-Leti s'implique fortement dans la création de valeurs pour l'industrie et la Propriété Intellectuelle associée. Le CEA-Leti dispose ainsi d'un portefeuille de plus de 1.400 brevets. En 2009, ses revenus contractuels couvrent plus de 75%de son budget de 227M€. Pour plus d’information, visitez notre site web www.leti.fr
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